SFE 217  Si-NPN-HF-Transistor « In Entwicklung »
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MaBbild mit AnschluBbelegung Gehduse: SOT-89

gilizium-NPN-Planar-Epitaxial-HF-Transistor fiir Breitenband- und Antennenverstéirker

Grenzwerte
—
Grenzwert E;Pc Zh_en min. max. Einheit
Plzollekto_r—Bgsis-Spanriung UCBO 40 v
_I(ollektor«Emitter— UCEO 25 \Y
Sperrspannung
Emitter-Basis-Spannung UEBO 2 \%
Kollektorstrom, Mittel- IC AV 150 | mA
wert
Gesamtverlustleistung Ptot 1 W
bei Tamb < 25 °C
- auf Keramiksubstrat
0,7 mm dick
2,5 em® Flédche
Sperrschichttemperatur Tj 150 °C
Betriebstemperaturbereich Tstg' -55 125 °C
Wéarmewidersténde
zwischen Sperrschicht
und Umgebung
- auf Keramiksubstrat Rthja - 125 K/W
0,7 mm dick
2,5 em® Fldche




Ausgewiihlte Kennwerte (T, = 25 °C)

vp opt

3 Kurz- . .
Kennwert zeichen MeBbedingung min. | typ. max.
Kollektor-Reststrom ICBO IE =0 20

UCB =20V
Kollektor-Emitter- UCEsat IC = 100 mA 0,5
Restspannung IB = 10 mA
Transit-Frequenz- fT IC = 150 mA 1,2
UCE =15V
fIVl = 500 MHz
Kollektorkapazitét CC UCB =15 V 4,0
IE =0
f = 1 MHz
Riickwirkungskapazitit —CIZe UCE =15V 1,9
IC = 10 mA
f = 1 MHz
Gleichstromverstérkung hpp Uop =5V 25
IC = 50 mA
Leistungsverstirkung UCE =15V
'IC = 60 mA
Vp opt f = 200 MHz 16
f = 800 MH=z 6,5
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